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1.はじめに 

3 次元メモリなど次世代メモリでは，金属配線を形

成した後，Si 上に品質の良い Si 酸化膜を形成する場合

がある．しかし，800℃以上の高温下では金属が拡散し，

シリサイド形成など好ましくない反応を起こすため，

熱酸化膜を用いることができない．低温形成の一般的

な方法として， N2O と SiH4 を用いたプラズマ

CVD(Chemical Vapor Deposition)がある．しかし，清浄

な Si 上の成膜では，N が挿入されることが報告されて

いる[1][2]．今回，Si 上表面状態の影響を調べるため，

複数の表面処理に対し，プラズマ CVD による低温形

成を行い，N の有無と電気特性を比較した． 

 

2.実験方法 

Si 基板上に (1)DHF，(2)DHF→SC1(TMAH：Tetra-

methylammonium hydroxide と H2O2の混合液)，(3)DHF

→O2プラズマ処理の 3 種類の表面処理を行った後，平

行平板型プラズマ CVDで酸化膜を 3nm成膜し，XPS(X

-ray Photoelectron Spectroscopy)で N の有無を調べた．

成膜条件は，N2O 流量=1500sccm，SiH4 流量=5sccm，圧

力 150Pa，放電パワー=375W である．一方，電気測定

用に，低抵抗な p 型 Si 基板上にも同様の表面処理を行

い，15nm の酸化膜を成膜した．電極の Al を真空マスク

蒸着後，高周波(HF)CVと準静的(QS)CV測定を行った． 

  

3.実験結果と考察 

図 1 に XPS による N 1s スペクトルを示す．DHF 処

理では，N が Si/SiO2挿入されるが，SC1 や O2プラズ

マ処理後は，Nのピークは見られなかった．図 2 に DHF

と SC1 処理後の CV 測定結果を示す．縦軸は，C/Cox

であり，Coxは高周波測定で得られた酸化膜のキャパシ

タンスである．High-Low 法を用いて計算した界面準位

密度は，DHF 処理後は 1.8×1013/eV・cm-2，SC1 処理

後は 8.7×1012/eV・cm-2と DHF 処理後で多いことが分

かった．DHF 処理を行った Si/SiO2界面には Si-NH2な

どのトラップが発生していると推定している．  
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